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【概要】In–Ga–Zn–O (IGZO)は、高い電界効果移動度(> 10 cm2V-1s-1)を有し、大面積均一性、室温

成膜可能などの特徴から、フレキシブルデバイスや光センサーへの応用が期待される。これまで、

最高プロセス温度 200℃にて Ptと IGZOの Schottky接合で、整流比 8桁, 障壁高さ 0.91 eV, 理想

因子 1.04の Schottkyダイオード特性が報告されている[1]。しかしながら、IGZOの伝導帯近傍に

存在する状態密度が Schottky障壁高さの制限要因の一つとされている。我々は IGZO スパッタ時

の成膜ガスである Arおよび酸素に加えて水素を導入することで、最高プロセス温度 150℃にて作

製した Schottkyダイオードの特性が劇的に向上することを見いだした[2]。 

【実験方法】ガラス基板上にオーミック電極(ITO 100 nm)を成膜後、DCマグネトロンスパッタ法

により IGZO(100 nm)を Ar+O2+H2雰囲気で成膜した。その際、酸素流量比を 1%に固定し、水素流

量比(R[H2] = H2/(Ar+O2+H2))を 0~8%に変化させた。その後、大気雰囲気下で 150℃にて 2時間の

熱処理を行った。最後に反応性スパッタ法により酸化銀 Schottky電極(120 nm)を形成した。 

【結果と考察】Figure 1に各 R[H2]で成膜した IGZO Schottkyダイオードの J-V特性を示す。水素

添加なし(R[H2] = 0%)および R[H2] = 2%では、逆方向電流が高く、±2 Vにおける整流比は 5桁以

下であった。一方 R[H2]を 5, 8%に増大することで、逆方向電流は大幅に減少し、R[H2] = 8%にお

ける整流比は 1.7×1010を示し、これまで報告されている IGZO Schottkyダイオードの中で最も高

い整流比を実現した。Figure 2に熱電子放出理論により算出した障壁高さおよび理想因子の R[H2]

依存性を示す。R[H2] = 0%では障壁高さ 0.86 eVであり従来報告と同様の値が得られた。一方で

R[H2]の増大に伴い、大幅な障壁高さの増大、理想因子(n)の改善が確認された。R[H2] = 8%におけ

る障壁高さは 1.17 eV(n = 1.07)であり、IGZO Schottkyダイオードで最も高い Schottky障壁形成に

成功した。この結果は、IGZO成膜時に水素を導入することで、低温プロセス(≦150℃)において、

伝導帯近傍のポテンシャル分布が緩和され、障壁高さが増大したことを示唆している。 
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